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PowerPAK® 1212-F 封装 SiSD5300DN 30 V MOSFET
业内先进的导通电阻，降低热阻，便于设计

PD = 1.0 W 热成像 PD = 3.0 W 热成像

PowerPAK 1212-F 62.4 °C 126 °C

PowerPAK 1212-8S 67.6 °C 141 °C

优点
•  

 

•  

•  

–  RDS(on) 低至 0.71 mΩ

–  FOM = 42 mΩ*Qg

•  RthJA = 18 °C/W

•  占位面积 3.3 mm x 3.3 mm

应用

PowerPAK 1212-8 PowerPAK 1212-F

超级计算机

服务器和
边缘设备

无线电基站

-15 °C-4.8 °C

扫地机器人 

电源 / 模块焊接设备

平板电脑

电池管理系统

割草机电动工具

降低
工作温度

PowerPAK 1212-F 

倒装技术加大源极焊盘尺寸至 4.13 mm2 
(PowerPAK 1212-8S 封装为 0.36 mm2) 增
强散热性能

中央栅极结构简化单层 PCB 基板多器
件并联使用

第五代硅技术各项指标达到业内先进

水平

与占位面积相同的上一代 MOSFET 相比，采用 PowerPAK 1212-F 封装的 SiSD5300DN 在恒定功
率对比测试中，电流处理能力相同的情况下降低了工作温度。

简化设计
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